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EV GROUP利用NanoCleave薄膜釋放技術 為先進封裝與電晶體微縮等3D整合帶來革命性進展。EV 

GROUP 

微機電系統(MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備領導廠商EV Group(EVG)，宣布

推出NanoCleave技術，這是一種供矽晶圓使用的革命性薄膜釋放技術，此技術使得先進邏輯、記憶體與功

率元件的製作及半導體先進封裝的前段處理製程，能使用超薄的薄膜堆疊。 

NanoCleave是一種完全與前段相容的薄膜釋放技術，特色是使用紅外線(IR)雷射，可穿透對IR雷射波長呈

透明狀態的矽晶圓。該項技術搭配使用特殊配方的無機層，能在奈米級精度下利用IR雷射，從矽載具釋放

任何超薄的薄膜。 

因此，NanoCleave技術使得先進封裝製程，例如使用鑄模與重新建構晶圓的扇出型晶圓級封裝(FoWLP)以

及供3D堆疊IC(3D SIC)使用的中介層等都能使用矽瞐圓載具。 
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同時，此技術與高溫製程的相容性，亦為3D IC及3D序列整合的應用提供全新的製程流程，甚至可與矽載

具上超薄的薄膜完成混合接合與熔融接合，因而為次世代微縮化電晶體設計的3D與異質整合及材料轉移帶

來革命性的進展。 

EVG的高階主管將於9月14日至16日在台北南港展覽館一館舉行的SEMICON Taiwan分享這個IR雷射轉移

技術的突破。與會者可以前往位於四樓的#L0316攤位參觀以了解更多資訊。 

段標：矽載具嘉惠3D堆疊與後段處理 

3D整合中供薄型晶圓處理使用的載具技術，對於促成互連頻寬日漸提升的較高效能系統相當關鍵。對於透

過與有機黏合劑的暫時接合來打造元件層，玻璃載具已成為一種被廣納的既定方法。該方法使用紫外線

(UV)波長的雷射溶解黏合劑並釋放已與最終的晶圓產品永久接合的元件層。 

然而，半導體晶圓製造設備是為矽晶圓而設計，因此用來處理玻璃基板相當困難，且升級也將所費不貲。

此外，有機黏合劑的溫度通常限制在300度以下進行處理，這限制了在後段處理的用途。 

利用無機釋放層使用矽載具，就得以避開這些溫度與玻璃載具間的相容性問題。此外，以奈米級精度的IR

雷射啟動剝離技術，就有可能實現在不改變原有的製程下同時處理極薄元件的晶圓。此類薄型元件層後續

的堆疊能帶來更高的頻寬互連，並為次世代高效能系統的晶粒設計與切割開啟各種全新契機。 

段標：次世代的電晶體節點需要新穎的薄膜轉移製程 

同時，3奈米節點以下的電晶體發展路線圖，需要像埋入式電源軌、晶背電源供應網路、互補式場效電晶體

(CFET)，甚至2D原子級通道等全新的架構與設計創新，這所有技術都需要極薄材料的薄膜轉移。矽載具與

無機的釋放層，可支援前段製程流程在製程潔淨度、材料相容性與高處理溫度方面的需求。 

然而，迄今為止仍得仰賴研磨、拋光與蝕刻等程序來完全移除矽載具，這會對工作元件層的整個表面產生

細微範圍內的變異，使得這種方法不適合用在先進節點的薄膜堆疊。 

EVG全新的NanoCleave技術使用IR雷射與無機的釋放材料，以奈米級精度在矽晶圓上促成雷射剝離。

NanoCleave技術讓先進封裝不再需要使用到玻璃基板、避開溫度與玻璃載具間的相容性問題，並在不改變

製程紀錄的前題下，透過載具為前段處理轉移超薄型(單微米和更低)薄膜。 



EVG全新製程的奈米級精度，支援先進半導體元件的發展路線圖，而這些路線圖需要更薄的元件層與封裝

、更高的異質整合度，以及透過薄膜轉移與摒棄使用玻璃基板來降低處理成本。 

EV Group技術執行總監Paul Lindner表示：「由於製程公差的容許值愈來愈嚴格，要達成半導體微縮的複

雜度與難度亦隨之提升。產業需要全新的製程與整合方式，以達到更高的整合密度與元件效能。我們的

NanoCleave薄膜釋放技術透過薄膜與晶粒堆疊，可以徹底改變半導體微縮的態勢，並且深具滿足產業迫切

需求的潛力。NanoCleave技術讓我們的客戶透過具備多種用途且通用的薄膜釋放技術，實現先進元件與封

裝的發展藍圖。此技術可用於標準的矽晶圓與晶圓製程，讓半導體製造廠做到無縫整合，並為客戶節省時

間與金錢。」 

段標：獨特的IR雷射技術 

使用EVG的NanoCleave技術時，矽晶圓的背面會曝露在IR雷射下，IR雷射的獨特波長讓矽晶圓處於透明狀

態。利用標準沉積製程預先建構至矽晶圓堆疊的無機釋放層可以吸收IR，讓矽晶圓上預先設定且精確定義

的薄膜或區域產生剝離。 

使用無機的釋放層，可以使用更精準且更薄的釋放層(範圍在幾奈米以內，反觀有機黏合劑則達數微米)。此

外，無機的釋放層相容於高溫處理(最高達攝氏1,000度)，可以為無法相容於有機粘合劑的許多嶄新前段應

用促成薄膜轉移，如磊晶、沉積與退火等。 
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